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【はじめに】  

GaN 中の水素は、他の半導体同様、アクセプタの不活性化や欠陥との複合体形成が知られている。

AlGaN/GaN HEMT の劣化は、不活性化された欠陥からの水素の解離によることが報告されている[1]。

一方、宇宙環境下での応用を想定した MeV の高エネルギー水素イオン照射 GaN についての研究が報

告されている[2]。関連して、as-grown n-GaN で観測される欠陥の同定に関して検討が行われている。

今回、水素が観測領域に含まれる条件で水素イオン注入を行い、誘起されるトラップの評価を DLTS、

MCTS 測定により行ったので報告する。  

【実験方法】  

用いた試料は、GaN 基板上 MOCVD n-GaN(Si ドープ : 8.0x1016 cm-3 )であり、水素イオン注入量は、

1.0x1010(試料 A)、1.0x1011 (試料 B)cm-2である。ショットキー電極としては Ni を用い、ダイオードを

作製した。電子トラップの評価は、温度掃引 DLTS 測定で行い、正孔トラップの評価は 300 K 一定温

度 MCTS 測定を用いた。 

【実験結果】 

 図１に、電子トラップ DLTS信号を示す。as-grownでは、MOCVD n-GaNに共通に存在する E1(0.23 

eV, 9.4x1012 cm-3)、E3(0.57 eV, 3.0x1013 cm-3 )が観測されている[3]。水素イオン注入後では、新たに電

子トラップ E0(0.13eV)が観測された[4]。また E0 トラップ濃度は、試料 A で 3.0x1015 cm-3、試料 B で

1.2x1016 cm-3とほぼ一桁の増加を示し、水素イオン注入で導入されたトラップであることを示している。

図２に、正孔トラップH1(0.86 eV) の 300 K 一定温度MCTS信号を示す。H1トラップ濃度は、as-grown 

で 1.7 x1015 cm-3 、試料 A で 2.4x1015 cm-3 、試料 Bで 2.9x1015 cm-3と大きな変化は見られなかった。 

【まとめ】 

E0 トラップは窒素空孔に関連している[4]。H1 トラップは Ga 空孔あるいは炭素関連欠陥と考えら

れるが[3]、水素イオン注入で濃度増加が見られなかったことについては (1)今回の注入条件では Ga

空孔が生成されていない、(2)H1トラップは炭素関連欠陥である、の２点の可能性を検討している。 
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Fig. 1, Electron trap DLTS spectra. Fig.2, Isothermal MCTS spectra at 300 K. 
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